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3.作答時間 90 分鐘。 
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6.請於所發放的答案卷內完成作答，不加發答案卷。 

 

【基本電學】15 題，共 30 分 
1. 下圖中流經 10Ω的電流＝________A。 

   

2. 如下圖所示，試求流經 A，B 兩點間的電流 i=________A。 

   

3.如下圖電路，ab 兩端之戴維寧等效電壓 Vab=________伏特。 

   

4.下圖的電路中，電壓值 V1=________V 。 

   

 

 
5. 如下圖(A)，以 10V 電壓充電穩定後，改接成圖(B)，則 E=________V。 

圖(A)         圖(B) 

6. 如下圖，L1= 4 mH，L2= 8 mH，M=1 mH，求 Lab =________mH。 
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7. 在室溫為攝氏 20°C 時，若設一電機於使用前，測得其線圈電阻為 3 歐姆，使用後測得其電阻為

3.6 歐姆，則此電機於使用後線圈溫度升高到攝氏________°C 。 

8. 如下圖所示，欲測量 50kΩ兩端之電壓，若電壓表的靈敏度為 1kΩ/V，且將電壓表置於 DC50V

檔，則電壓表讀數值＝________V 。 

  

 

 

9.以兩瓦特計測量三相平衡功率時，若 A 瓦特計之讀值為 B 瓦特計的兩倍，且二者皆為正值，則

負載之功率因數為________。 

10.如下圖的電路中 ZL的輸出最大功率為________W 。 

    

11.在下圖電路中，設三個安培計均為理想的儀表，若安培計 A1及 A2之讀值均為 5安培，則安培計 A3

之讀值為________A。 

   

 

 

12.在 RLC 並聯電路中，R＝10Ω，C＝100  μF，若已知電路之品質因數 Q 為 10，則電感 L 之值

為 ________mH。 

13. 如下圖所示，在 60Hz 時其等效輸入阻抗 Zin = 30+ j60 Ω，當頻率提升為 120Hz 時，則等效輸

入阻抗 Zin =________Ω。 

  

 

 

14. 如圖所示電路之電感及電容均無儲能，則在開關 S 閉合瞬間，電源電流 IS =________A。 

   

15.下圖電路中，從電流源端看入之電路等效阻抗為________Ω。 
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【電子學】20 題，共 40 分 

1.純矽半導體原子之密度為 2 25 1 0× 矽原子 3/ c m ，本質濃度 101.5 10in = × 3/ c m ，若每 81 0 個矽原子

加入一個磷(P)原子，則單位體積內(每立方公分)之電洞濃度為多少？(A) 123.3 10×   (B) 145 10×   

C) 43 .3 1 0×   (D) 54.5 10×  。 

2.一 PN 接面型二極體，其 P型半導體內空乏區的寬度較 N型半導體內空乏區的寬度為窄，則 P、N兩

端之摻雜濃度關係何者正確?(A) D AN N>   (B) =D AN N   (C) <D AN N   (D)無法以摻雜濃度來判斷。 

3.本質半導體中在絕對零度時之電氣特性為何?(A)其特性等於室溫下之金屬導體  (B)具有少數的電

子與電洞  (C)其特性如同絕緣體   (D)具有甚多數的電子與電洞 。 

4.有一直流電壓源之電動勢為 7 0 V ，內阻為 Ω5 ，若滿載時輸出端之負載電流為 4 A ，則此電壓源

電路之電壓調整率約為：(A) 2 2 . 2 %   (B) 2 8 . 6 %   (C) 4 0 %   (D) 7 1 . 4 %  。 

5.如圖(1)所示之電路，若 1D、 2D皆為理想二極體，則下列敘述何者為正確? (A) 0VOV =   (B) +1VOV =    

(C) 1 0 .4 AI m=    (D) 1 0 ADI m=  。 

   

5V+

1D
2D

1V−

10K Ω 1I

2DI1DI
?OV =

5K Ω

圖(1)        

6.如圖(2)所示之電路，若 ( t ) s in ( )i mV V tω= ⋅ ，則下列敘述何者為非?(A) 1D 二極體之 PIV 為 m2V  

  (B)全波式二倍壓電路  (C) 1C 電容器之最大充電電壓為 mV  (D) 2D 二極體之 PIV 為 m2V  。

C1

C2

D1

D2iV oV

+

-
圖(2) 

7.如圖(3)所示之電路及轉移曲線，假設 1D、 2D 皆為理想二極體且 R = 1 K Ω ，請問輸出輸入轉移曲線

中， AV、 BV的數值下列何者正確？(A) =3VAV ， = 9VBV    (B) =3VAV ， = 5VBV    (C) =6VAV ， = 9VBV   

(D) =3VAV ， = 6VBV  。 
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圖(3) 

8.如圖(4)所示之電路，若 SV =10V 、 SR =0 .1K Ω 且稽納二極體(Zener Diode)的 zr =50Ω、 2 AZKI m= 、

(max) 100 AZI m= 、 6.9VZKV = ，假設稽納二極體工作於崩潰區，則最小負載電阻 LR 約為：(A)1 5 0 Ω   (B) 

2 2 2 Ω   (C) 2 3 7 Ω  (D) 2 5 0 Ω  。 

  

ZD
LR

SR

SV OV

+

−

ZI LI

SI

圖(4)   

9.有一 NPN 電晶體偏壓於線性區(Linear Region)，則下列敘述何者正確？ (A) 0BEV > ， <0BCV   (B) 

0BEV > ， >0BCV   (C) 0BEV < ， <0BCV   (D) 0BEV < ， 0B CV >   。 

10.如圖(5)所示之電路，假設 10.7VCCV+ = 、 500BR K= Ω、 2CR K= Ω、 2LR K= Ω，NPN 電晶體之 0 .7VBEV = 、

100β = ，求此電路最大不失真輸出之峰值電壓 ( ) ?o peakV = (A) 2 V   (B) 5 . 3 5 V   (C) 4 V   

(D) 6 . 7 V   。 

   

CCV+

iV

OV
BR CR

LR

1C

2C

圖(5) 

11.下列敘述何者錯誤?(A)BJT 集極輸出阻抗不為無限大是因為基極寬度調變所造成的  (B)FET 汲極

輸出阻抗不為無限大是因為閘極寬度調變所造成的  (C)BJT 射極隨耦器的輸出阻抗甚小  (D)FET

源極隨耦器的輸入阻抗甚大 。 

12.有關功率放大器的敘述，下列何者錯誤?  (A)電阻串饋式之甲類(Class-A)放大器中電晶體導通的

角度為 360 度，最大效率為 25％，僅需要 1個電晶體工作  (B)乙類(Class-B)放大器中電晶體導

通的角度約為 180 度，最大效率為 78.5％，需要 2個電晶體工作  (C)丙類(Class-C)放大器中電
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晶體導通的角度小於 180 度，最大效率為 50％，僅需要 1 個電晶體工作  (D)甲乙類(Class-AB)

放大器中電晶體導通的角度介於 180 度至 360 度之間，最大效率介於 25％~78.5％之間，需要 2

個電晶體工作。 

13.有關接面型場效電晶體(JFET)的敘述，下列何者正確? (A)P 通道 JFET 接較高電壓之接腳為汲極

(Drain)  (B)N 通道 JFET 在 0VGSV = 且 DS PV V= 時，則汲極電流 DI 開始進入飽和區  (C)通道厚度愈

窄，則夾止電壓(Pinch-off Voltage)之大小( PV )愈大  (D)當夾止現象僅發生在源極(Source)端

時，則 JFET 之電流 DI 開始進入三極體區 。 

14.如圖(6)所示之電路，假設 JFET 的參數為 8 AD SSI m= 、 4VPV = − ，且 1GR M= Ω、 2DR K= Ω、 1SR K= Ω ，

求使 N 通道 JFET 恰好進入飽和區之最小的電源電壓 ?D DV =  (A) 12VDDV =   (B) 10VDDV =   

(C) 8VDDV =   (D) 6VDDV =  。 

   

GR
SR

DR

DI

DDV+

圖(6) 

15.有關N通道空乏型金氧半場效電晶體(MOSFET) 的敘述，下列何者正確? (A)假設工作於歐姆區且 DSV

固定的條件下，若 G SV 愈負，則汲極至源極的電阻愈小  (B)MOSFET 的互導參數( mg)與汲極電流 DI 呈

線性增加關係  (C)假設工作於飽和區且 G SV 固定的條件下，若 DSV 愈小，則汲極電流 DI 愈大

(D)MOSFET 的互導參數( mg)與偏壓電壓 G SV 呈線性增加關係 。 

16.如圖(7)所示之電路，假設 JFET 的參數 1 6D SSI m A= 、 4PV V= − 、且 2GSQV V= − ，在 10DDV V+ = 、

1GR M= Ω，則源極電阻 ?SR =   (A) 2 5 0 Ω   (B) 4 0 0 Ω   (C) 5 0 0 Ω   (D) 8 0 0 Ω  。 

  

DDV+

GR
SR

iV

oV

1C

2C

OZ 圖(7) 

17.如圖(8)所示之理想 OPA 電路，若 200iV mV= ，下列敘述何者為錯誤？  (A) 5O
V

i

V
A

V
= = −   (B) 

10iZ K= Ω   (C)  iZ = ∞ Ω  (D)  1OV V= − 。 
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_
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Zi 圖(8)              

18.如圖(9)所示之電路，假設 OPA 為理想，若 1 1R K= Ω、 2 3 10R R K= = Ω 、 4 0 . 1R K= Ω ，則此電路之

電壓增益( o
V

i

V
A

V
= )為何?  (A)-20  (B)-101  (C)-1010  (D)-1020 。 

   

−
+

1R

2R 3R

4R

iV
oV

圖(9) 

19.如圖(10)所示之電路，下列敘述何者錯誤?  (A) OV之波形為弦波   (B)振盪頻率
1 2 1 2

6

2
of

R R C Cπ
=   

(C)振盪條件為 3 1 2

4 2 1

R R C

R R C
≥ +   (D)本電路為韋恩電橋振盪器。 

  

−
+ OV

1R

4R

3R

2R

1C

2C
圖(10) 

20.如圖(11)所示之電路，下列敘述何者錯誤?  (A)此為 OPA 之方波產生器   (B) xV之波形為方波    

(C) yV之波形為鋸齒波  (D)週期 1
2 l n ( )

1
T R C

β
β

−=
+

，其中回授因數 1

1 2

R

R R
β =

+
 。 

 

−
+ OV

1R 2R

RC

xV

yV

圖(11) 
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【數位邏輯】15 題，共 30 分 

1. (8)65.2 相當於 (A)53.2 (B)53.16 (C)53.125 (D)53.25 。 

2.16 個位元以 2的補數方式來表示一個數目的正負大小，其所能表示最大範圍為： 

(A)－(28－1)～＋(28－1)  (B)－(215)～＋(215－1)  (C)－(216－1)～＋(216－1)    

  (D)－(216－1)～＋(216) 。 

3.下列有關 111110(gray)的敘述，何者正確？ (A)43(10) (B)101010(2) (C)65(8) (D)00100011(BCD)。 

4.F(A,B,C)＝Π(0,1,4,5,6)＋D(7)之最簡布林代數為 (A) A B+   (B) ( )( )A B B C+ +   (C) A B⋅   

(D) ( )B A C+  。 

5.至少需要幾個 2-input 的 NOR 閘才能組成一個 3-input 的 NOR 閘？(A)二個  (B)三個  (C)四個   

  (D)五個。 

6.化簡 F( A，B，C， D ) (= Π 0，2，5，7，8，10) d(+ 12，13，14，15)之結果為 

(A) (B C D)(B C D)(B C D)(B C D)+ + + + + + + +    (B) (B C D)(B C D)(B C D)(B C D)+ + + + + + + +   

(C) (B D)(B D)+ +                          (D) (B D)(B D)+ +  。 

7.如圖(1)所示邏輯電路中，輸出 Y 與輸入 A、B 的關係可表示為？ (A) AB AB+   (B) AB AB+    

(C) A B+   (D) A B   。 

   圖(1) 

8.如圖(2)所示邏輯電路中，輸出 Y =  (A)AB AB+  (B)0 (C)AB AB+  (D)1。 

   

A

BBBB

Y

圖(2) 

9.如圖(3)所示之 JK 正反器，下列敘述何者錯誤? (A)若 J = 0 、 K = 0 且 C K 輸入端有正緣觸發信

號，則 1n nQ Q+ =   (B)若 J = 1 、 K = 0 且 C K 輸入端有正緣觸發信號，則 1 1nQ + =   (C)若 J = 1 、

K = 1 且C K 輸入端有正緣觸發信號，則 1n nQ Q+ =   (D)若 P R = 0、C L R = 0 且C K 輸入端有正緣觸發信

號，則 1 0nQ + = 。 
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圖(3) 

10.如圖(4)所示為何種正反器？ (A)RS-FF (B)D-FF (C)JK-FF (D)T-FF。 

   

D

CK

Q

Q

X

cloc k
 圖(4) 

11.下列哪一個邏輯電路與圖(5)之邏輯功能相同? 

    

Y

A

B

C

圖(5) 

(A) 

Y
A
B
C  (B)  

Y

A

B

C

0I

1I
S

  (C) 

Y
A
B
C   (D) 

Y
A
B
C   。 

12.如圖(6)所示，求輸出布林函數 Z=? 

(A) BA ⊕   (B) BA ⊕   (C) A B+    (D) BA •   。 

    

A

B

Z

1
Q

2
Q

3
Q

4
Q

 圖(6) 

13.下列關於CMOS反相器的敘述何者錯誤?(A)輸入 DDV 時，PMOS工作於截止區，NMOS工作於三極體區(歐

姆區)  (B)輸入 0 V 時，PMOS 工作於三極體區(歐姆區)，NMOS 工作於截止區  (C)動態消耗功率

21

2D i L D DP f C V= ，其中 if 為輸入信號之頻率、 LC為輸出端之負載電容、 DDV 為電源電壓  (D)輸入信號

為穩態時，消耗功率最小 。 

14.如圖(7)是兩個負緣觸發之 JK正反器所接合之順序電路，開始狀態 0 0A B = ，則 AB之序向狀態

為何？(A) → →→ 00 11 01 10→   (B) → →→ 00 11 0110→   (C) → →→ 00 1101 10→      
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    (D) → →→ 00 1101 10→   。 

    
Q

A

Q J

K

1

1 Q

Q J

K

1

1

B

CK CK

 圖(7) 

15.如圖(8)電路 R=5KΩ，C=100μF，+Vcc=+12V，試問當 SW 按一下後放開，則 LED 發亮(On)時間為？  

(A)0.55S (B)0.055S  (C)5.5mS  (D)0.55ms 。 

   

555555555555

VccVccVccVcc

VoVoVoVo

8888 4444

3333

1111 5555

2222

6666
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CCCC

0.1uF0.1uF0.1uF0.1uF

7777

RxRxRxRx

SWSWSWSW

LEDLEDLEDLED

 圖(8) 

 

 


